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摘要(译)

本发明揭露一种用于薄膜晶体管液晶显示器中每一像素的叠层储存电容
器结构。其中，第一储存电容器由第一金属层、一栅极绝缘层、以及第
二金属层所形成。第二储存电容器由第二金属层、一保护绝缘层、以及
一铟锡氧化物层所形成。此第一金属层与此铟锡氧化物层透过一介层窗
而连结在一起；此介层窗通过一个绝缘层蚀刻步骤，蚀穿此栅极绝缘层
与此保护绝缘层而形成。就上述结构而言，两个储存电容器相互平行且
上下连接成叠层结构。有了上述叠层储存电容器结构，电荷储存容量便
可以在不明显影响像素的开口率的情况下而增加。此铟锡氧化物层与像
素电极沉积在保护绝缘层上的不同位置。
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